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Contexte
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Les capteurs d'images sont de plus en plus présents dans nos vies (appareils
photos, cameras, etc.) et représentent un enjeu scientifique et stratégique majeur.
Les capteurs d’'images numériques transforment I'information lumineuse (photon)
en signal électrique en utilisant I'effet photo-électrique. Un photon interagit avec un
semi-conducteur, générant une paire électron-trou collectée sous forme de courant.
Cependant, des charges peuvent parfois étre générées sans photon, créant du faux
signal encore appelé "courant d'obscurité". Comprendre et limiter ce courant, qui
varie selon les capteurs, est un défi central et constitue I'objectif de ce travail de
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Pourquoi observer dans les infra-rouges?

* Permet d’observer les émissions de chaleur

* Essentiel pour les missions de météorologie,
thermographie et astronomie

Le matériau privilégié aujourd’hui pour I'observation des IRs

est le tellure de mercure cadmium (HgCdTe) car en faisant

varier la proportion de mercure de lalliage, il est possible

d’adapter son gap pour observer 'ensemble du spectre IR.

Exemple d’expérimentation d’irradiations

Objectifs: caractériser les dégradations de performances
provoquées par des irradiations de protons sur un capteur
infra-rouge bas flux a vocation astronomique (opérant dans le

SWIR).
Etapes d’une campagne d’irradiation
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Les effets de I’environnement spatial

» Dégradations des performances
d'images induite par les
(solaire ou cosmique) [1]

* Les particules (protons, gamma,
provoquent 2 phénoménes principaux:

des capteurs
rayonnements spatiaux

rayon X, etc.)

Effet singulier (SEE) Effet cumulatifs

Circuit de lecture Silicium Charges

Création piégéesa

de défauts A .~ Vinterface
[ Métallisation [oYeIOIS)
') N+

Circuit de lecture Siliciu~..
( Particule incidente

Métallis=on

Couche absorbante HCdTe

Résultats

Avant irradiation

w

w

+ Augmentation du @
courant  d'obscurité 22
apres irradiations 3

> dommages de s
déplacement  causés 12
par I'impact des protons. g
0 O

Apreés forte irradiation

Dégradation, _

Estimation d’'un facteur
de dégradation du

Dégradation de courant
d'obscurité par pixel (e-/s/pix)

| courant d’obscurité
0s suite aux irradiations
RN g | de protons dans la
05 1 15 2 25 3 35 4 1
Fluence cumulée par pixel (protons/cm?/pix) 10" teChnO|Og 1e.
Perspectives
* Reproduire les expérimentations dans dautres

technologies HgCdTe et & d’autres longueurs d’ondes
« Comparer les résultats pour étudier et comparer la
physique de dégradation
« Déterminer un facteur de dégradation universel dans
linfrarouge a la maniére du Silicium [2].
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